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Fremgangsmade til reaktiv afszttelse af arsen, antiomon eller phosphor

Sammendrag 3642-89
Anvendelse af i det mindste delvis fluorerede orgeno-
metalliske forbindelser til reaktive afsztningsanven-
delser, og nzrmere angivet anvendelse af de fluororga-
nometalliske forbindelser (M(CF3)3, M(CF,CFy)3 eller
enhver forbindelse M(CnF(2n+1)3_ Hy, hvor y § 2,
M(CH)CFy) 4 eller enhver fluoralkyl-organometallisk for-
bindelse med den almene formel '

H(an[(Znoli-x)Fx)B-yHy

hvor y £ 2, x har en verdi 1 £ x § 2n+l, 0g M = AS, 7
eller Sb, ved fremgangsmader, der kraver afsatning af
det tilsvarende grundstof, hvilke anvendelser indte-
fatter en rzkke forskellige processer: organometallisk
dampfase-epitaxi af sammensatte halvledermaterialer sé-
som GaAs, InP, AlGaAs, InSb osv., dotering af $i0,- el-
ler borosilicat-baserede glasser t:l1 forbedring af
glassets reflow-egenskaber, in-situ n-type dotering af
epitaxialt siliciummateriale, tilvejebringelse af kil-
der for arsen eller phosphor til ionimplantation, ke-
misk strdle-epitaxi, og diffusionsdotering ind i elek-
troniske materjaler s&som siliciumdioxid, silicium og
polykrystallinsk silicium. Disse typer materialer
har almindeligvis hej flygtighed, lav toxicitet, labile
metal-ligand-bindinger og stabile dekomponeringsproduk-
ter.

Specielt skal n#®vnes anvendelsen af tris-trifluorme-
thylarsen (AS(CF3)4) som erstatning for arsin ved frem-

fortsettes
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stillingen af integrerede siliciumkredsleb, gruppe IIl-
V- forbindelse-halvledere, optoelektronik og andre elek-

troniske elementer.
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